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CAPACITATS PREVIES

Conceptes generals d'electronica, tecnologia d'estat solid i sistemes digitals
- Comportament del MOSFET

- Electronica digital

- Analisi DC i transitoris de circuits

RESULTATS D'APRENENTATGE

Coneixements:

KTO1. Identificar els dispositius semiconductors, els processos tecnologics, les eines de disseny microelectronic més adequades i les
relacions per a la integracié d'un determinat producte o sistema en tecnologies microelectroniques.

KT02. Descriure I'actualitat de la recerca cientifica i la tecnologia industrial microelectronica mundial i I'impacte economic, social i
mediambiental que tenen.

KTO5. Descriure les metodologies i eines principals per al disseny de circuits i sistemes integrats en funcié de les especificacions
funcionals requerides i del cost del producte integrat final.

KT06. Esmentar i descriure les estrategies principals de verificacio i test de circuits i sistemes integrats en funcié de les aplicacions.
KTO07. Identificar els estereotips i els rols de génere i la possible incidéncia que tenen en I'exercici professional.

Habilitats:

STO1. Dissenyar dispositius, circuits o sistemes integrats per donar resposta a productes nous en funcié de les aplicacions i tenint en
compte requisits de sostenibilitat i eficiencia energetica.

ST02. Aplicar les tecniques i els processos de fabricacid aixi com les eines de disseny, simulacio i caracteritzacioé propis de I'enginyeria
de semiconductors i el disseny microelectronic per donar solucié a una proposta de sistema integrat especific.

ST03. Analitzar criticament els principis, els valors i els procediments que regeixen |'exercici de la professio.

ST04. Seleccionar fonts d'informacié adequades de la literatura cientifica i técnica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta
informacié amb capacitat de sintesi, analisi d'alternatives i debat critic.

STO05. Comunicar tant de manera escrita, mitjancant documents de tipus técnic i/o cientific, com de manera oral els resultats del
treball propi, les conclusions i els coneixements i les raons Ultimes que els sustenten a publics especialitzats i no especialitzats d'una
manera clara, concisa i sense ambiguitats.

STO06. Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolucié d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una
gestié adequada del temps i dels recursos.

STO7. Treballar en equips de composicié heterogénia, que incloguin supervisors i supervisores i integrants especialistes i no
especialistes.
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Competeéncias:

CTO1. Dissenyar nous dispositius i sistemes integrats que requereixin I'is de les técniques de fabricacié propies de les tecnologies
microelectroniques o I'Us de les eines propies del disseny microelectronic.

CT02. Aplicar els criteris de sostenibilitat a projectes basats en productes integrats microelectronics.

CTO03. Aplicar els processos de I'enginyeria de semiconductors i el disseny microelectronic a camps d’ambits diversos de la ciéncia o
I’'enginyeria que requereixin un sistema integrat.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes teoriques

- Exercicis practics al laboratori
- Examen final

- Treball autonom de I'estudiant

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Analitzar i dissenyar els elements basics que constitueixen un circuit microelectronic digital des d'esquemes fins a layout.

Usar eines comercials d'automatitzacié de disseny electronic (EDA) per a I'analisi i disseny de VLSI.

Usar tecniques de disseny avangades per optimitzar el consum d'energia als circuits integrats.

Introduccié a les metodologies de disseny d'alt nivell i llenguatges de descripcié de maquinari independents de la tecnologia VLSI.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores grup petit 12,0 8.00

Hores grup gran 36,0 24.00

Hores aprenentatge autonom 102,0 68.00

Dedicaci6 total: 150 h

CONTINGUTS

Introduccio

Descripcio:

Llei de Moore. Evolucié de la tecnologia VLSI.

Tipus de transistors per a tecnologia VLSI: MOSFET planar, FDSOI i FinFET. Principals caracteristiques i models del disseny digital.
Flux de metodologia i disseny. Llenguatges de descripcié hardware.

Dedicaci6: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autonom: 8h 30m
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Disseny de blocs combinacionals

Descripcio:

La porta logica CMOS estatica.

Disseny de portes logiques CMOS estatiques.
Caracteritzacié de portes logiques.

Model de retard RC.

Esforg logic. Retard de blocs i camins digitals.
Consum energétic. Poténcia estatica i dinamica.

Activitats vinculades:
Disseny i caracteritzacié de cel-lules combinacionals estandard

Dedicacié: 37h 30m

Grup gran/Teoria: 8h

Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autonom: 25h 30m

Disseny de blocs seqiiencials

Descripcio:

Latches i biestables. Caracteritzacié. Temps de hold i setup.

Disseny, layout i analisi de biestables. Biestables tipus D i tipus T. Senyals de reset i habilitacié.
Analisi i temporitzacié de circuits digitals. Desviacid de rellotge.

Sincronitzadors i analisi del temps. Slack.

Memories. Estructura i layout de memories ROM, SRAM, DRAM i Flash.

Activitats vinculades:
Disseny i caracteritzacio de cél-lules sequiencials estandard

Dedicacié: 31h 15m

Grup gran/Teoria: 6h

Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autonom: 21h 15m

Subsistemes datapath

Descripcio:
Sumadors i restants.
Comparadors.
Comptadors.
Codificadors.
Desplagadors.
Multiplicadors.

Activitats vinculades:
Disseny i simulacié dun subsistema datapath.

Dedicacié: 25h

Grup gran/Teoria: 6h

Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autonom: 17h
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Interconexions

Descripcio:
Modelitzacié de les interconnexions.

Impacte de les interconnexions en el rendiment del circuit.

Enginyeria de les interconnexions.

Dedicaci6: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autonom: 8h 30m

Técniques de baix consum d'energia.

Descripcio:

Arquitectures de baix consum. Clock gating i power gating.

Escalat dinamic de tensié i freqiéncia (DVFS)
Tecnologies i técniques de baix consum.

Dedicacié: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autonom: 8h 30m

Subsistemes d'us especial

Descripcio:

Distribuci6 d'energia.

Generacio i distribucié de senyals de rellotge.
PAD d'entrada/sortida.

Test i caracteritzacio.

Packaging i refrigeracio.

Latchup, electromigracid, efecte antena i parasits.

Activitats vinculades:
PAD entrada/sortida

Dedicacio: 18h 45m

Grup gran/Teoria: 4h

Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autonom: 12h 45m

SISTEMA DE QUALIFICACIO

Exercicis laboratori: 25%
Exercicis classe 25%
Examen final: 50 %
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